Circuitos Logicos

Aula 26
Aula passada Aula de hoje
s Mais adicao s Memoria
s Circuito com maior sFuncionamento e
largura arquitetura
s Subtracao s ROM, RAM e
s Mais ULA variacoes

s Processador Intel
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Memoria
s Memoria: grande vantagem dos sistemas
digitais
# enorme versatilidade

s Muitos tipos e tecnologias
# ROM, EEPROM, Flash, SRAM, DRAM, ...

8 Tradeoff entre velocidade x consumo de
energia X densidade x custo

s Muitas caracteristicas
# volatil: requer energia para guardar estado

# Tempo de acesso: tempo que demora para
memoria ler/escrever os dados

# Exemplos?
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Memoria em um Computador

# Diversos niveis de membéria (hierarquia)

# dentro da ULA, dentro do processador, na periferia
do processador, do “outro lado” da placa mae
(memoria principal), no disco, na fita, etc.

More Costly
A D|ferenga de Access
Times
ordens de
1ns —» 2ns :
grandeza = - i
"""""""" Leve.r
#1000 vezes! o ”33 3%
________ LEUEIECEEJ‘]E
F_'
s

________ Less Costly

— o o o mm m w

* If volume is mounted.
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Abstracao da Memoria

# Memoéria é um Cl que oferece a abstracao de um
banco de armazenamento

# Entrada: endereco da posicao de memoria, valor a
ser amazenado, e outros detalhes

# Saida: valor na posicao de memoria
# Palavra (word):

Entrada de dados Gélulusdf.\\rrlem-:jria g Iargura em bItS
1 I I 1 T Tolo000e da memoria
1lolo|1]|o0001 .
MSB R a2 o 1111111 lo0010 lcapaCIdade:
- 3 omanao de .
= A, . R/W -I—Eituru.’;jscgta I I A g 0001 1 quantOS bItS
Entrada o | Meméria Habilitagio olofo|[1|o0100
de enderego HA? 32 x4 ME |— de memdria o|o|ofofoo101 pOdem ser
{2, SN o armazenados
05 0, O, O 1[1o0|1]|11101
llll 1{1]of1]11110 # nimero de
o1 |1][1][11111
Saida de dados enderecos X
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Exemplo de Leitura e Escrita
s Escrever o valor 0100 na posicao
de membdria 00011

s Ler o valor da posicao de membdria
11111 (saida é 0111)

Enderecos

o110 DO0OD0 gf1(1]|0
1 (001 D000 1(0(0(1
1(1]1]1 0ooo010 1111
0100 > 0001 1 oj1|0|0
o001 00100 N
Ol10|10]0 00101 Q|0D|0D|0
1 (1011 11101 1 (1101
1{1]0]1 11110 > 1101
or1]1]1 11111 o111
(a) ESCRITA da (b) LEITURA da
palavra 0100 palavra 1101
na posicdo de da posicéo de
memdria 00011 memaoria 11110
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Memoria Principal
no Computador

# Transferéncia de dados da memoaria principal
para dentro da CPU

# Acesso via um barramento (conjunto de “fios”)
# endereco, dados e controle

Barramento de endereco

g 3 { T
CPU Cl de cizs
memaria memdria
8 : Trés grupos de linhas
arramento i
{(barramentos)
de dados i + + t + - conectando os CIs de
l l memdaria principal na
- o CPU.
Barramento de cc::ntrole
EEataes «  Modulo de memoéria

(varios Cls juntos)

LRI
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ROM

s ROM: Read Only Memoria

s Dados vem programados “queimados” no CI
de fabrica, sao nao-volateis

s POossui apenas operacao de leitura
s Utilidade?

s Armazenar dados (instrucoes) que nao
mudam com o tempo

sfirmware, bios (sequéncia inicial), tabela de
dados, conversor de dados, etc
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Arquitetura de uma ROM

FIGURA 12.7
Arquitetura de uma ROM de 16 x 8. Cada registrador armazena uma palavra de 8 bits.

# Elementos
orincipails:
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Decodificadores,
Buffers

#aEx. 16 x8

SELEGAO
DA LINHA Coluna 0 Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3
Decodificador ? l—'";ha
= e S 2 T_Fleglstrador_ T_Hﬂglstradw_T_Hoglﬁtmdor_ |_Fragl's1radur_
Ay —3 MSB = EJ:I}E EJ:/LE EJ\E}E Ejlj'E
{
Linha
i
Registrador T_Fmglsirauor T_Hegﬂstraﬂor | |Registrador
ENNET [ENENET EaNET [ENiaNET
]
Linha
it
Registrador T_Hﬂglslrador T_Fleglstrador |_Fta-glstraunr
EANCONE | (EERENNE 1 [ERSUANE T |[ERRANNE T
{
Linha
dilt
Registrador T_Haglswadm' Lﬁeglstrador LFr.agistradnr
E 2 ET E 7 EM1E 1 €T E 15 g7
SELE(’;JE.'D U J\/I' J\/l U
DA COLUNA 2
= 0 Coluna 0
Decodificador
Az —d= qdad 1 Coluna 1 (8]
2 Coluna 2
Az —~ MSB a Coluna 3
1vr
e Butfers
e E de salda ~

D, Dg D Dy Dy D, D, D

Figueiredo - 2011



Temporizacao de Acesso

1 , , 1

Entradas Endereco : Movo :
de endereco anterior | endereco valido
0 | : 0
: P IACC — &l
| |
cs | : |
| | |
| | |
| | \ |
| I |
| | | | D
| | I . |
Saidas : Alta impedancia : | CE : 1
de dados | | :
/ | Saidade
v dados valida
I | | [
| | | |
| I
ICI '[1 '[2 tg - TE'T'I'ID'D

#tl: novo endereco esta pronto na entrada

a8 t2: entrada do buffer de saida esta pronta

# t3: Saida do buffer de saida esta pronta

# tACC: 30ns - 500ns (depende da tecnologia)
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ROM Programavel

# Mantém memodria nao-volatil
# Tecnologia que permite reprogramar a ROM
# programacao apenas uma vez (PROM)

# Tecnologia que permite apagar e reprogramar
(EPROM) “E”: Erasable

# pode demorar até varios minutos. Ex. feixo de
luz ultravioleta para apagar

# Tecnologia gue permite apagar eletricamente e
reprogramar (EEPROM)

# tudo realizado com o mesmo circuito (Unico Cl)

# gapagar e reprogramar demora muito mais que
leitura (ex. 20 vezes)
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Memoria Flash

# EEPROM possuem baixa

densidade, sao muito
caras e relativamente
lentas

# Flash: tecnologia
Inovadora

# memoria pode ser
(toda) apagada
com grande
rapidez (“flash”)

# maior densidade

Pode ser apagada eletricamente
no circuito, byte a byte

Pode ser apagada eletricamente
no circuito, por setor ou em bloco
(todas as células)

Pode ser apagada em bloco
por luz UV, sendo apagada e
reprogramada fora do circuito

Nao pode ser apagada e {
reprogramada

EEPROM

MROM e PROM

# Tema de pesquisa hoje em dia!
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RAM

# RAM: Random Access Memoria

# Tempo de acesso nao depende da posicao de
memoria (ROM era assim?)

# Memboria volatil: requer energia para manter
informacao (termo usado com esta conotacao)

# Armazenamento temporario de informacao

‘ # VVantagens sobre
EEPROM e Flash?

# Maior velocidade de acesso
(escrita e leitura)
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Arquitetura de uma SRAM

afEx. 064 x4

# Mesmos
elementos
principais

# Com buffer de
entrada,

controle leitura/
escrita

Seleciona
um registrador

Entradas de enderaco

AEI—F-
.l"'i..sfl—l-
Ay g—
l":"-gl—h-
Ay o—
A w—]

Decodificador
& de 64

Entradas de dados

111

Buffers de entrada E

0 = escrita

@« DF”W{1=|enura

3 L L 3

Registrador 0

Registrador 1

62

Registrador 2

—o0
Selecdo do chip
(CS)

63

Registrador 62

CS = 0 habilita

1

w

Registrador 63

todo o chip para
LEITURA ou

r L L

ESCRITA

Buffers de salda E

OSSO

NN

0, O, O O

Saldas de dados
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Ciclo de Escrita

twe
E“':ji;d““ Novo enderego vélido
endereco ° |
| t
Vemda oW 1 | | i
CPU i /
: |
I
| N\ :
I |
| Ca 1 ! tw :
I |
: |
| I 1
I I | i
1 | | |
; i
Entrada lAJtu |mp9-dﬂn-:|n | I
de dados *;57/ .f" ‘ Dados validos W//;//
ot f,f::-:f—ﬁ | ' 7 ..é*’
barrameanto ! l
: —'"' ps 1 ToH -
! Faat) :
o 14 1z L5

# tAS: tempo do endereco ficar pronto
# tw: tempo de escrita

# t2: instante que dados no barramento estao prontos
# tWC: tempo do ciclo de escrita (tipico entre 10ns e 50ns)

ta
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Tipos de RAM

# SRAM (Static RAM) armazenam bits enquanto
estiverem alimentadas, como FFs

# alta velocidade de escrita/leitura, consomem
muita energia

# usadas dentro do processador (e caches)

# DRAM (Dynamic RAM) armazenam carga em
capacitores (nao usam FFs); requer recarga
periddica (refresh) entre 2 — 8ns

# velocidade de acesso moderada, baixo consumo
de energia, maior densidade (4x menos espaco)

# memoria principal
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Entradas de enderego da linha

Arquitetura de uma DRAM

Entradas de enderecgo da coluna
A

As As Ay Ag Ay Ay Ag

PYYvYYyy

Decodificador 1 de 128

— I R B

il | | ]
— E L1 L |

o L | L | |
—p ! I o

5 ! I |
— = ' S O s o

o ' — =TT
— 5 ! — k== =+

Z ' b L
— g ! | I

' | |
L
Seleciona 128 colunas

1 das 128 linhas

-— Seleciona 1 das 128 colunas

|- Célula de memdaria

28 # Célula armazena um bit
e (néao é um FF)

# Decodificadores
selecionam o bit (Ex.
16K x 1)

# Muitos destes fazem
memaoria mais larga

# Modulo de memodria
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Tecnologia DRAM

8 Mdédulos de membodria

#a Cls DRAM em um banco de memoaria (SIMM,
DIMM, SODIMM)

# SDRAM (Sychronous DRAM): acesso sincrono, em
rajadas, aumento da velocidade

# DDR SDRAM: (Double Data Rate): transferéncia
de dados na transicao de subida e descida do
clock

# DR DRAM (Direct Rambus): método de controle
mais aprimorado dos Cls DRAM, aumento na
velocidade

# E muitos outros sendo desenvolvidos!

Figueiredo - 2011



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

